
中 ra 、锣 氵原 率扌∴ 吓

6000W电源仑桥变换器 4只 l∶ 功率开天管、

以及 Boost两 并联 MOSFET均 闸 IR公 司新社,:

FA57SA50LC共 6只 ,均 为最住封装 So⒎ 227,

其主耍特性为 :

①  VDss=500V, RDs∷ ()N∴ =008Ω 9 ID=57A;

明 显 大 于 36A的 IRFPS37N50A;

② 完个隔离的绝缘封装 SO⒎227型 :先进

的厚铜块散热层 ;

③ 低导通电阻80mΩ .优 ∫耐压相同的著名

产品:IRFP460(027Ω );36A浙 宀∫l达 0,13Ω :

④ 动态特 `H∶ dv/dt达额定没汁值;新 I艺使

其实现高速开关特性 ;

鼗鑫飨蹶

6000W高频开关电源选用的 sOT-227

封装四螺孑1紧固迕线 MOsFET
新吊 FA57sA50LC

刘胜利  深圳中电公司电力所

0最 低栅极 |L荷 器件 ,并 只仃低的漏极⊥

竹:匕 容 , 低自勹内击阝分狗∫丨乜丨惑。

作为第∷代新∴Iu HExFET`c′ ∶
宀宀,1R公司为

电源设汁捋提供丁最什 MOSFET,只有鼓好的快

速开关纽件,低 导通电阻估、低的成本效率,器
件有加罔`y卜 能。在唯管功耗水 )u按近 500W的 商

业应 nj和 I业 应川叶△ SO⒎227封装受到普遍欢

迎 。它 的低 热 阝H特 性 被 I业 界广 泛 按 受 。

队 57SA50LC的 极限参数、电气特忤见 卜ni表

格。

表 1 E`57SA50LC极 限参数值

符号 参∷ ∷数 最大值 单位

ID@Tc=25· C 迕纹的渐檄 I仵 电流 ,VGs=!0V A

【D@Tc=100·C 迕续的漏极T作 电流,VGs=10V A

IDM 脉冲状态漏极电流 A

PD@Tc=25℃ 功 耗 W

线性减少额定值 +·l数 50 、Ⅴ/·C

VGs 栅 llKˉ源极电压 +
~

V

EΛ s 屮丹永冲丐崩台匕釜 725

「
l劫 i卜L流 A

EAR 币复的雪崩能逯 625

峰值工极胥恢复 30 V/ns
T
Ⅰ

‰
⊥仵结温度、存储温度范 +·

l

——55to+150 °
c

V】 s。 绝缘耐受电压 (AC RMS) kV

接触热阻 (结 -夕卜壳 ):R|Jc=0~oO° C/W;(外壳-散热器):   R"cs=o∞ ℃/吧/

http∥Ⅵ
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专象谂魔

图 1 FA57SA50LC新型 SoT⒛7封装、四螺孔连线、主要电压电流

sotˉ 227

咿(Q鬯 氵原博 t范

VDss=500V

RDsl。 n)=0· 08Ω

|D=57A

表 2 FA57SA50LC源极-漏极额定值与特性

参∷∷∷数 典塑 最∷大 条 件

Is
迕续的源极电流

(体⊥l极管 )

57A
MOSFET符 号表明了整体

反向 P-N结 △二+Fk管
IsM

脉冲源极电流
(体工极管 )

228A

VsD 二极管正向电压 13V TJ=25° C, Is=57A,VGs=0

tⅡ 反向恢复时间 901~1351ns TJ=25℃ , IF=57A

dVdt=100A/us④
Qrr 反向恢复电荷 15~23uC

IE丨 圮乓寻钔邑日寸间 本征寸通时问是可忽略的。导通时问由 (Ls+LD)支 配。

表 3 FA57SA50LC电气特性参数 (Tl=犭℃ )

‘
穹
∷

∷符
〓

∷参∷∷∷数 最小 奥型 最太 单位 澜璺条∷件

V(:R)Dss 漏极-源极 i{l穿 电压 500 V VGs=0V, ID=10mA

△ V(:R)Dss/△

TJ
击穿电压的温度系数 062 V/·C 参考基准为 乃℃ ,

ID=lmA

RDs(。 n)

静态时漏极-

源极导通电阻
008 Ω VGs=10V, ID=34A④

VGs(th) 栅极门限电压 40 V VDs=VGs, ID=250uA

gfx 正向跨 导 43 V【、=50V, ID=34A

IDss 漏极-源极漏电流 uA

VDs=500V, VGs=0V

500
VDs=400V, VGs=0V,

TJ=125°C

IGss
栅极-源极正向漏电流 200

nA
VGs=20V

栅极 源̈极反向漏电流 -200 VGs=-20V

Qg 总的栅极电荷 225

nC

ID=57A

VDs=400V

VGs=10V,

见图 7和 图 15。

Qgs 栅极-源极电荷

Q刨
栅极-源极

(“ 米勒
”

电荷 )

147

td(。n) 导通延迟时问 ns VDD=250V
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啻象晗蹶

注意:① 重复时的额定值,脉冲宽度受最大结温度限制:详见后面特性曲线图12。

② 起动时温度η=25℃ ,L=446uH,RG=⒛ Ω,\s=57A。 详见后面图13

③ IsD≤ 57A,山 /dt≤ 2OOA/us,VD「l≤ VⅡ :Rl Ⅱs,Tl≤ 150℃
=

④ 脉冲宽度≤⒛0uS,占 空比≤2%。
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VDs,漏极 源̈极电压 (V)

图2 典型的输出特性 (之一 )

456789

VDs,栅极-源极电压 (V)

图 4 典型的传输特性

3◇
【§器57A

VGs甾 1θV
仓̌0 4̄0 ^2o  o  2o  olO  6o  8o  1oCl 1【o0 14o 1θ θ

T∫ ,  纟∫i氵隘  (°C)

图5 (归一化的 )导通电阻与温度关系曲线

10

(V)

(之二 )

VDs,漏极-源极电压

图3 典型的输出特性

~Lt+日寸丨Hl 152 ID=57A

RG=20Ω

RF43Ω ,见图 ll

td〈 。″) 截丨卜延迟 H·l问

F降日寸汩l

Ls 内部源极电感最 nH
在引线之闸,管芯接

点中心

Ciss 输入电容 10000

pF

Vcs=0V

VDs=25V

f=10MHz,

见图 6。

C。 ss 输∫||电 容 1500

Crss 反向传输电容
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蓄家浴攥

150θo

12000

1                 1()                10a

VⅡ ,漏极-源极电压 (V)

图 6 典型的电容与漏极 -源 极 电压关 系

lD奋 57A
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QG,总的栅极电荷 (nC)

图 7 典型的栅极 电荷与栅 源电压关 系

o2     ◇涔      1冖      20     `谷

VsD,源极-漏极电「1  (V)

图 8典型的源极-漏极二极管正向电压
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图 H(a) 开关时间测试电路
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中 (￡  k鬯 氵豫}率 喵 峦家浴摄
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图 H(b) 开关时间波形

图 13(a) 不箝位时感性测试电路

IAs~_ˉ

图 13(b) 不箝位时感性波形

访

J

25

图 14

50       75       100      125      150

丌始 的 TJ 结温 庋  (° C)

最大雪崩能量与漏极电源关系
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Chargθ  -—-—◆

图 15(a) 基本的栅极电荷波形
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图 12 最大有效的热阻抗 (结 -夕卜壳 )

的充电器一般会设计此功能 ,以避免过大的充电电

流对电池造成损坏 ,但 UPS输 出本身则较少采用此

功能,仅在过载发生时跳旁路或关杌:依限流的定义

而言,其 意思是当负载电流超过某一设定值时,会限

制住此负载电流的大小。

短路 :产 生的原因,除 了机器过于老旧而导致

电子零件异常外,异物所产生的短路现象如 :昆 虫或

是人为的不小心等,皆会造成短路现象c以 计算机而

言,若传输线短路 ,所造成的结果只是资料的流失 ,

但若是电源部分短路 ,所造成的结果轻则设备损坏 ,

重则引起电线走火,因 此 ,在 电子设备中,有保险丝

或是无溶丝开关 (B∞狄cr)诸如此类的保护设计 ,其

目的就是要短路的危害。

短 暂的压降 :通常是指短暂电压的下降,当

AC电 压低于正常标准达 1秒 时,这种情况则称之为 sAG
(压降),甚至有时候负载过大或是电力尖峰时段,电 力

公司供电量不足等,也会产生短暂压降的现象∷

鹫觜镞种~蛳产
:

生的,如雷击;二、电子设备瞬间加人负载。突波一

种瞬间的高压 ,这种高压从数百伏特 (安培 )到 数千

伏特 (安培 )或 更高,持续的时间从数千分之一秒到

数亿分之一秒 ,这对电子设备来说是一种极大的潜在

危险,轻则造成资料流失或电子零件寿命减短 ,严 重

会造成设各的损坏或产生更严重的结果.因 此 ,在现

今 有 许 多电子 设 备 申都 有 突波抑 制 器 (surge

Stlppresqor),保 护设备与使用者的安全 c

谐波 失真 :或称谐波干扰。所谓谐波即是存在

于正弦波中的奇数波(3,5,7,"),其 变化与频率没有任

何关系,但与电压与电流的变化有绝对的关系:谐波

在电子电路中是没有任何用处,它 的产生只会造成电

子设备的过温或电子零件的损坏 ,因 此在许多 UPs的输

入或输出端有滤波器滤除无益的谐波干扰或其它噪声 ,

保护设备∷-

(中 达电通 UPs产品处 江伟石 张企宇 )
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Parameter Max. Units
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 57
ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 36 A
IDM Pulsed Drain Current � 228
PD @TC = 25°C Power Dissipation 625 W

Linear Derating Factor 5.0 W/°C
VGS Gate-to-Source Voltage  ± 20 V
EAS Single Pulse Avalanche Energy� 725 mJ
IAR Avalanche Current� 57 A
EAR Repetitive Avalanche Energy� 62.5 mJ
dv/dt Peak Diode Recovery dv/dt � 3.0 V/ns
TJ Operating Junction and -55  to + 150 °C
TSTG Storage Temperature Range
VISO Insulation Withstand Voltage (AC-RMS) 2.5 kV

Mounting torque,  M4 srew 1.3 N•m

FA57SA50LC
HEXFET® Power MOSFET

PD - 91650A

S

D

G

VDSS = 500V

RDS(on) = 0.08Ω

ID = 57A

Third Generation HEXFETs from International Rectifier
provide the designer with the best combination of fast
switching, ruggedized device design, low on-resistance
and cost-effectiveness.

The SOT-227 package is universally preferred for all
commercial-industrial applications at power dissipation
levels to approximately 500 watts.  The low thermal
resistance  of   the SOT-227 contribute to its wide acceptance
throughout the industry.

2/1/99

Description

l Fully Isolated Package
l Easy to Use and Parallel
l  Low On-Resistance
l Dynamic dv/dt Rating
l Fully Avalanche Rated
l Simple Drive Requirements
l Low Gate Charge Device
l Low Drain to Case Capacitance
l Low Internal Inductance

S O T -227

Absolute Maximum Ratings

Parameter Typ. Max. Units
RθJC Junction-to-Case ––– 0.20
RθCS Case-to-Sink, Flat, Greased Surface 0.05 ––– °C/W

Thermal Resistance

www.irf.com 1

电子工程师之家http://www.eehome.cn

项目开发 芯片解密 零件配单 TEL:15013652265 QQ:38537442



FA57SA50LC

2 www.irf.com

Parameter Min. Typ. Max. U nits         Conditions
V(BR)DSS Drain-to-Source Breakdown Voltage 500 ––– ––– V VGS = 0V, ID = 1.0mA
∆V(BR)DSS/∆TJ Breakdown Voltage Temp. Coefficient ––– 0.62 ––– V/°C Reference to 25°C, ID = 1mA
RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance ––– ––– 0.08 Ω VGS = 10V, ID = 34A �
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V VDS = VGS, ID = 250µA
gfs Forward Transconductance 43 ––– ––– S VDS = 50V, ID = 34A

––– ––– 50
µA

VDS = 500V, VGS = 0V
––– ––– 500 VDS = 400V, VGS = 0V, TJ = 125°C

Gate-to-Source Forward Leakage ––– ––– 200 VGS = 20V
Gate-to-Source Reverse Leakage ––– ––– -200

nA
VGS = -20V

Qg Total Gate Charge ––– 225 338 ID = 57A
Qgs Gate-to-Source Charge ––– 51 77 nC VDS = 400V
Qgd Gate-to-Drain ("Miller") Charge ––– 98 147 VGS = 10V, See Fig. 6 and 13 �
td(on) Turn-On Delay Time ––– 32 ––– VDD = 250V
tr Rise Time ––– 152 ––– ID = 57A
td(off) Turn-Off Delay Time ––– 108 ––– RG =2.0Ω (Internal)
tf Fall Time ––– 118 ––– RD = 4.3Ω, See Fig. 10 �
Ls Internal Source Inductance ––– 5.0 ––– nH Between lead,

and center of die contact
Ciss Input Capacitance ––– 10000 ––– VGS = 0V
Coss Output Capacitance ––– 1500 ––– pF VDS = 25V
Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 50 ––– ƒ = 1.0MHz, See Fig. 5

Electrical Characteristics @ T J = 25°C (unless otherwise specified)

IGSS

ns

IDSS Drain-to-Source Leakage Current

� Repetitive rating;  pulse width limited by
     max. junction temperature. ( See fig. 11 )

� ISD ≤ 57A, di/dt ≤ 200A/µs, VDD ≤ V(BR)DSS,
     TJ ≤ 150°C

Notes:

�  Starting TJ = 25°C, L = 446µH
     RG = 25Ω, IAS = 57A. (See Figure 12)

� Pulse width ≤ 300µs; duty cycle ≤ 2%.

 Parameter Min. Typ. Max. Units        Conditions
IS Continuous Source Current MOSFET symbol

(Body Diode)
––– –––

showing  the
ISM Pulsed Source Current integral reverse

(Body Diode) �
––– –––

p-n junction diode.
VSD Diode Forward Voltage ––– ––– 1.3 V TJ = 25°C, IS = 57A, VGS = 0V �
trr Reverse Recovery Time ––– 901 1351 ns TJ = 25°C, IF = 57A
Qrr Reverse Recovery Charge ––– 15 23 µC di/dt = 100A/µs �

ton Forward Turn-On Time Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by LS+LD)

Source-Drain Ratings and Characteristics

A
57

228
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Fig 4.  Normalized On-Resistance
Vs. Temperature

Fig 2.  Typical Output CharacteristicsFig 1.  Typical Output Characteristics

Fig 3.   Typical Transfer Characteristics
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Fig 8.   Maximum Safe Operating Area

Fig 6.   Typical Gate Charge Vs.
          Gate-to-Source Voltage

Fig 5.   Typical Capacitance Vs.
           Drain-to-Source Voltage

Fig 7.  Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
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Fig 10a.   Switching Time Test Circuit
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Fig 9.  Maximum Drain Current Vs.
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Fig 13b.  Gate Charge Test CircuitFig 13a.  Basic Gate Charge Waveform

Fig 12c.  Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current

Fig 12b.  Unclamped Inductive Waveforms

Fig 12a.  Unclamped Inductive Test Circuit
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dv/dt

Ripple ≤ 5%

Body Diode Forward Drop
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Voltage
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Current

Body Diode Forward
Current

VGS=10V
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Driver Gate Drive

D.U.T. ISD Waveform

D.U.T. VDS Waveform

Inductor Curent
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Fig 14. For N-Channel HEXFETS

* VGS = 5V for Logic Level Devices

Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit

�

�
�

RG

VDD

•  dv/dt controlled by RG
•  Driver same type as D.U.T.
•  ISD controlled by Duty Factor "D"
•  D.U.T. - Device Under Test

D.U.T Circuit Layout Considerations
   •  Low Stray Inductance
   •  Ground Plane
   •  Low Leakage Inductance
      Current Transformer

�

*
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SOT-227 Package Details
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QUANTITY PER TUBE IS  10
M4 SREW AND WASHER   INCLUDED
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